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Descriptores B.O.E.

Funcionamiento, limitaciones y model os de |os dispositivos optoel ectronicos. Aplicaciones

Temario

Temal. LUZ (2 horas)

1.1 Espectro delaluz

1.2 Velocidad de laluz, indice de refraccion.
1.3 Optica geométrica

1.4 Optica ondulatoria

Tema2. Deteccion de radiacion electromagnética (2 horas)
2.1. Cuantos de energia, efecto fotoel éctrico

2.2. Fotocatodos, excitacion electronica

2.3. Ejemplo con niveles energéticos en un &omo

2.4. Zonas de deteccion del espectro

Tema3. Conductividad eléctrica (2 horas)
3.1. Conductividad en general

3.2. Conductividad en metales

3.3. Conductividad en semiconductores
3.4. Fotoconductividad

Tema4. Fotorresistencias (2 horas)

4.1. Introduccion

4.2. Procesos de absorcion y generaci dn-recombinacion
4.3. Ejemplos

Temab. Fotodetectores de union PN (6 horas)
5.1 Introduccion alaunion PN

5.2 Fotodiodos PN

5.3 Fotodiodos PIN

5.4 Fotodiodos Schottky
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5.5 Fotodiodos APD
5.6 Detectores fotovoltaicos

Tema6. Fototransistores (2 horas)
6.1. Introduccion
6.2. Configuracionestipicasy €electronica asociada

Tema7. Diodos emisoresde Luz LEDs (4 horas)

7.1. Introduccion

7.2. Modo de operacién de un LED

7.3. Transiciones Opticas

7.4. Caracteristicas Corriente-Tensi én-Potencia emitida
7.5. TiposdeLED's

Tema8. Diodos Léser (5 horas)

8.1 Introduccion

8.2 Fundamentos del laser

8.3 Diferenciaentre laemision estimuladay espontanea
8.4 Tipos de léseres

8.5 Comparativaentre LED'sy laseres

Tema9. Lamparasincandescentes (1 hora)
9.1 Introduccién

9.2 Caracteristicas

9.3 Lémparas Hal6genas

Tema 10. Dispositivos de representacion (2 horas)
10.1 Pantallas de cristal liquido

10.2 Pantallas de plasma

10.3 Pantallasde LED's

10.4 OLEDs

Tema 11. Sensores optoel ectronicos (2 horas)
11.1. Elementosy definiciones basicas

11.2. Configuraciones opticas

11.3. Interfaces eléctricas

11.4. Optoacopladores

Practicas de la asignatura:

Los créditos préacticos se reparten en 6 préacticas, la Descripcion de las practicas se realiza en los
Contenido Generales de este Proyecto Docente

Practical FOTORRESISTENCIAS (2 horas)

Practica2 FOTODIODO (2 horas)

Practica 3 FOTOTRANSISTORES (2 horas)

Practica 4 Espectro de emision de LEDsy Diodos Laser (1 hora)

Practica5 DETECTOR DE PASO (3 horas)

Practica6 TRABAJO DE CURSO (5 horas)
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Requisitos Previos

Se recomienda tener conocimientos basi cos de electronica anal égica, electronicadigital y fisica.

Objetivos

Se pretende que el alumno:

1. Conozcalaterminologia propia de |os dispositivos optoel ectronicos,

2. Distinga los fenbmenos Opticos debidos a comportamiento ondulatorio de la radiacion
electromagnética entre |os debidos a la Optica geométrica,

3. Conozca el funcionamiento bésico de de los dispositivos basados en semiconductores en general
y los dispositivos optoel ectrénicos en particular.

4. Sepa disefiar circuitos electronicos que detecten luz.

5. Distinga entre emision espontaneay estimulada

6. Conozca |os mecanismos que intervienen en los dispositivos de representacion

7. Comunique de forma oral y escrita €l disefio y funcionamiento de los circuitos realizados
demostrando capacidad critica

Metodologia

Se hara un uso intensivo de la herramienta de Campus Virtual para la distribucion del material de
estudio a los estudiantes, asi como la propuesta de realizacion de gjercicios que faciliten la
asimilacién de los conceptos tedricos indicados.

La atencion personalizada alos alumnos se hard en las horas asignadas de Tutorias.

Criterios de Evaluacioén

EVALUACION GLOBAL

La evaluacion de la asignatura se dividira en dos partes: Teoria y Préacticas. Para superar la
asignatura es necesario superar individualmente tanto la parte de teoria como la de practicas.
Siempre que se respete esta premisa, la calificacion global de la asignatura seré&:

Cdlificacion Global= 0.5* Teoria+0.5* Practicas

En caso de que no se haya superado alguna o ambas partes (teoria y practicas) la calificacion
global serd 0.5* calificacion teoria + 0.5* calificacion practicas, con un maximo de 4.5 puntos.

EVALUACION DE TEORIA

La teoria se evaluard mediante un examen y unos cuestionarios y problemas que se realizardn alo
largo del cuatrimestre através del Campus Virtual.

El examen tedrico se realizara en las fechas de las convocatorias oficiales establecidas a tal efecto
por la Escuela. Para poder acceder al examen sera necesario presentar el D.N.l. o pasaporte. El
examen constara de una serie de cuestiones y problemas relacionadas con la asignatura en su
conjunto (teoriay précticas).

La calificacion de la parte tedrica estard compuesta por:

- Examen de convocatoria (80%)
- Realizacion de 'tareas' y 'cuestionarios Moodle (20%)
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Se entiende que un alumno supera la parte tedrica si tiene a menos un 5 en la caificacion de
teoria.

EVALUACION DE PRACTICAS.

Las précticas se redlizaran en horario libre y se elaborardn memorias de las mismas, en las que
debe figurar un breve resumen de cada préctica, conteniendo los resultados més relevantes (con
figurasy datos) y lajustificacién de los mismos. Todo ello con claridad y precision. Las précticas,
una vez completadas, seran presentadas a los profesores responsables en horas de tutorias
concertadas asignadas a tal efecto.

La calificacion de précticas estard compuesta por:

- Nota media obtenida en las practicas 1 a 5 (20%)
- Cadlificacion de la practica 6 trabajo de curso (80%)

Se entiende que un alumno supera las practicas s tiene a menos un 5 en la calificacion de
practicas.

Descripcion de las Préacticas

Las précticas se realizaran en horario libre en el Laboratorio de Dispositivos Optoelectronicos,
Edificio de Electrénicay Telecomunicacion, Pabellén A, planta 1.

Practical FOTORRESISTENCIAS

Estudiar e comportamiento de una fotorresitencia con respecto a la iluminacion que ésta reciba.
Se realizaran distintos circuitos que utilicen este dispositivo para controlar la iluminacion en el
laboratorio.

Préctica2 FOTODIODO
A partir de las caracteristicas del fotodiodo se realizaran
diferentes circuitos que permitan conocer su funcionamiento.

Préctica3 FOTOTRANSISTORES
Se redlizaran un detector de luz y un detector de oscuridad segun las condiciones de iluminacion
del laboratorio.

Practica 4 Espectro de emision de LEDsy Diodos Laser
Se estudiaran las caracteristicas espectrales de diodos emisores de luz LEDs a ditintas longitudes
de onday se compararan con las obtenidas con un diodo | aser.

Practica5 DETECTOR DE PASO
En esta practica se redlizaran |os circuitos emisor y receptor para realizar un detector de paso.

Practica6 TRABAJO DE CURSO

Se readlizard un trabajo que consistird en un montaje préactico de un circuito electronico de tema
libre que utilice los dispositivos optoel ectronicos utilizados en | as précticas anteriores o estudiados
en teoria.
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(COORDINADOR)

Resumen en Inglés

The purpose of this course is to explore the internal behaviour of semiconductor devices. Focus to
devices usually used in optical communication system, photodetectors and semiconductor light

emission.

Photodetectors are described, and this is done by introducing the important ideas of intrinsic and
extrinsic semiconductivity, the Fermi energy, and generation and recombination. The pn junction,
photodiodes, pin diodes, and avalanche photodiodes are described in some detail. The detectors
include photovoltaic detector, Schottky barrier diodes and photransistors.

On the other hand, light emission diodes (LEDs) and laser diodes are explained in detail

introducing the device based on heteroestructures.
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